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評価方法 Charge Pumping
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ソースドレインをP+N+としたプレーナ型Silicon-on-Insulator（SOI）FET
のチャージポンピング評価は報告されている。

T. Elewa et al., J. Phys. Colloq. 49, 137 (1988).
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バンドギャップ中のDitのエネルギー分布
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立体SiトランジスタはPlanar型のトランジスタと
比較すると様々な結晶面で構成されている。

界面の準位は移動度、信頼性の問題を
引き起こす可能性があるため、界面準位
密度Ditの評価をする必要がある
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実験方法
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ＳＯＩの界面準位密度分布
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価電子帯、伝導帯に近い方が、界面準位密度が高くなる

→SiO2/Si界面のU字型のDitの分布を確認
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Nanowire FET

研究背景 立体Siトランジスタへの期待
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すぐれた短チャネル効果抑制能力

プレーナ型Si MOSFETにとって替わるデバイス
として期待
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研究目的

立体Si構造トランジスタの導入を見据え、チャネル断面の形を変
えた時の界面準位密度(Dit)のエネルギー分布の変化を評価する
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今回はcharge pumping法を用いてSOI構造と幅
の異なる立体Si構造のDitの評価結果を報告する。
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立体Si構造の界面準位密度分布

ゲート幅が小さい方が界面準位密度が大きい。
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→総面積あたりの（110）面が増えたため。
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まとめ

ゲート付きのp/n接合デバイスを作製することでSOI, 
立体Si構造のDitを測定することができた。

SOI構造では伝導帯、価電子帯から離れると界面
準位密度は小さくなり、Ｕ字型を示す。

ゲート絶縁膜/チャネル界面の面積における
(100)面の割合が小さくなるとDitが増加する。

立体Ｓｉ構造においてSOI構造同様、伝導帯、価電
子帯から離れると界面準位密度は小さくなり、Ｕ字
型を示す。


